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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月14日(2016.12.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レジスタアレイと、
　前記レジスタアレイと機能的に接続されているＡＬＵと、
　前記ＡＬＵと機能的に接続されている命令レジスタと、を有し、
　前記レジスタアレイ、前記ＡＬＵ及び前記命令レジスタの少なくとも一は、第１のトラ
ンジスタと、前記第１のトランジスタ上方の第２のトランジスタと、を有し、
　前記第１のトランジスタのチャネル形成領域は、シリコンを有し、
　前記第２のトランジスタは、チャネル形成領域を酸化物半導体層に有し、
　前記第１のトランジスタのゲート電極は、前記第２のトランジスタのソース電極又はド
レイン電極の一方と電気的に接続されていることを特徴とする処理装置。
【請求項２】
　レジスタアレイと、
　前記レジスタアレイと機能的に接続されているＡＬＵと、
　前記ＡＬＵと機能的に接続されている命令レジスタと、を有する処理装置であって、
　前記処理装置の一部は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、を有し、
　前記第２のトランジスタは、チャネル形成領域を酸化物半導体層に有し、
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　前記第１のトランジスタのゲート電極は、前記第２のトランジスタのソース電極又はド
レイン電極の一方と電気的に接続されていることを特徴とする処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の処理装置の作製方法であって、
　第１の熱処理を経て前記酸化物半導体層を形成し、
　前記第１の熱処理の処理中に、不活性ガスを含む雰囲気から酸素を含む雰囲気に切り替
えることを特徴とする処理装置の作製方法。
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